Oponentni posudek diplomové prace Bc. Filipa Jakese
»Priprava a viastnosti slou¢eniny GaGeTe*

Tato diplomova préace je jednou z dlouhé fady diplomovych praci a odbornych ¢lanku, které
vznikly za vice neZ 50.let na Katedre obecné a anorganické chemie ve studijnim oboru
Materialové inZenyrstvi.

Prvnim Ukolem diplomanta byla reSer$e tykajici se pfipravy a vlastnosti GaGeTe jakozto
polovodiCe s malou §ifkou zakazaného pdasu, z niz autor vytézil velmi pékné a prehledné
napsanou Teoretickou €ast. Tuto €ast své prace autor rozdélil na ¢ast spiSe chemickou, pod
nazvem Zakladni vlastnosti GaGeTe a ¢ast fyzikalni s nazvem Fyzikalni vlastnosti
polovodicu.

Zasadnim ukolem diplomanta byla pfiprava polykrystalického GaGeTe a z néj metodou
lisovani za vysokych teplot pfipravit vzorky pro charakterizaci ziskanych materiall. Jelikoz
dal$im ukolem diplomanta byl pokus o dopovani zakladni slou€eniny jednim vybranym
prvkem, byla autorem pfipravena fada polykrystalickych vzorkl z prvkl polovodicové Cistoty
GaGeTe (1-x) Sb (x), kde x=0; 0,01 ; 0,03 ; 0,05 a 0,07. Cilem diplomové prace bylo ziskani
prehledu o vlastnostech zakladni slou¢eniny a posoudit vliv dopovani Sb na transportni
koeficienty s ohledem na termoelektrické viastnosti.

Pripravené vzorky byly charakterizovany metodou RTG difrakce, z niz byly stanoveny jak
mFizkové parametry, tak i identifikovana struktura, coz vedlo k zavéru, ze zadny vzorek nebyl
fazové zcela Cisty. Z analyzy difraktogramu vyplynul vliv koncentrace antimonu na objem
elementarni bunky, ktery monoténné roste zvlasté v dusledku ristu mrizkového parametru a.
Tim se prokazalo zabudovani antimonu do podmfizky teluru.Vzhledem k vazebnym
pozadavkim musi antimon pfijmout elektron a takto zaporné nabity defekt zvySuje
koncentraci volnych nositell proudu — kladnych dér (polovodi¢ typu P). Zaporné nabity defekt
Sb (-1) ma vétsi polomér nez atom Te, coz vysvéetluje pozorovany narust objemu
elementarni buriky.

Z experimentalnich hodnost elektrické vodivosti, Seebeckova koeficientu a tepelné
vodivosti byl autorem uréen bezrozmérny koeficient termoelektrické ucinnosti. Tento
parametr vykazoval rlst s teplotou u v8ech vzorku. Hodnota zT vyrazné roste se zvySujicim
se obsahem antimonu az do x=0,03 ; nad tuto hodnotu nastava jeji prudky pokles. To
znamena, ze optimalni koncentrace antimonu vede ke zlepSeni termoelektrickych viastnosti
GaGeTe.

Diplomant se bezesporu zhostil zadani své diplomové prace se cti. Nicméné si oponent
dovoli dvé formalni pfipominky:
- nastr. 16 bych misto ,...toto kmitani mélo byt v Ramanovi zakdzano" volil spie, ze
by , mélo byt v Ramanové spektru zakazano*
- rovnéz literatura /5/ na str. 52 se nej¢astéji uvadi jako Phys.Rev.B.

Tyto naprosto formalni pfipominky nic neméni na hodnoceni této velmi pékné a prehledné
napsané diplomové prace, kterou timto hodnotim jako

vybornou.
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